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NEMORIA DESCRIPTIVA

para solicitar

Patente de Invencién en Espafia, por:

"METODO_ PLRFECCIONADO PARA LA FABRICACION DE DISCOS

RECTIFICADORES"

a nombre de STANDARD LLECTRICA, S.A., domi-

ciliada en Madrid, calle de Ramfrez de Prado n.? 7

El presente invento se refiere a un método perfeccionado
para la fabricacién de discos rectificadores y mfs especialmente a

léminas rectificadores del tipo de selenio.

Por lo general, los elementos rectificadores secos compren—
5 den uam l1lémina metdlica de base que lleva sobre ella una caps semi-
conductora gque esencialmente puede ser de selenio con capa de blogueo

N sobre su superficie y un contraelectrodo de un metal adecuasdo, buen
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conductor de la electricidad, o bien de una aleacién, tal como

o (AT 0 1 A

el metal de Wood, que se eitiende sobre dicha capa de bloque. é
Tales elementoa van montados por lo general, en paquetes y uno
sobre otro, montindoseles en su lugar mediante una presién con-
veniente aplicada en lo= extremos del paquete, resultado que pue-
de obtenerse pasando un perno de montaje a través del orificio

central de los elementos.

Sucede, sim embargo, que debido a la extremada delgadez
de la capa semi-conductors la aplicacién de presién al contra-
electrodo tiende a ocasionar cortocircuitos entre dicho electrodo
v la lémins de bése. A fin de evitar que esto suceda resulta con~
veniente que una parte central del disco rectificador, o sea, la
situada en la inmediata proximidad del berno de sujecién, se hagsa
eléctricamente inactiva en lo qué se refiere al proceso de recti-

ficacién por medio de un tratamiento térmico de este &rea central

‘del revestimiento de selenio por medio del cual se le convierta

en la variedad amorfa en una zona perfectamente definida y limi~
tads sinque, por el contrario, este tratamiento térmice pueda, %
en forma alguna, perjudicar a las partes exteriores de la caéa ‘
de selenio coristalino, preservando para estas capas exteriores

la eficacia de la capa barrera formada entre ella y el contra
electrodo.

La aplicacién de este método exige, pues, el empleo de
un aparato que permita calentar una zona restringida y bien deli-
mitada de la superficie de uha lédmina metdlica sin que esta ele-
vacién de temperatura pueda extenderse al resto de dicha l4mina,
efecto que puede conseguirse preferentemente mediante el aparato

descrito en nuestra Patente de Invencién N,.9,169.277.

La esencia del método, asi como sus caracteristicas y

ventajas se comprobarin con més facilidad por medio del dibujo
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la Fig. 1 es diagrams del aparato calentador por induo-
cién y de su anillo regulader del flujo al funcionar en relacién
con una lémina rectificadora, mostrédndose seccién central y verti-

cal de la l4mina y del anillo.

La Fig. 2, es perspectiva de un inductor conveniente de

forma de hélice de vueltas miltiples.

Ia Fig. 3, es perspectiva del disco rectificador con sl

anillo regulador ya coloocado.

Ia Fig. 4, es vista en seccién de una modificacién del

" anillo protector construfdo de manera que por su interior circule

un agente refrigerador; y

la Fig. 5 es vista parcial y en seccién de un paquete de

rectificador,

Una de las realizaciones de la invencién la presenta un
arreglo destinado y empleado para calentamiento por induccién de
alta frecuencia de una zZona limitada del revestimiento de selenio
de una l4mina de rectificador seco del tipo de selenio. ILa fabri-
cacibén de ciertas ldminas mejoradas de este tipo, en que limitada
porcidén central del revestimiento de selenio debe hacerse amorfa
mediante calentamiento a fin de obiener los resultados apetecidos,
suscita el problema de tener que limitar el éres calentada (oalen—
tada de preferencia sélo en la superficie) por lfneas determinada
con precisién que separe la capa de estructura amorfa de la capa
cristalina, y eltminar, eh lo posible, la propagacién del calor
més alld de dicha 4rea. Encontramos que el problema en la forma

que se presenta se soluciona muy satisfactoriamente con el empleo,
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en primer lugar, de calentamiento por induccién de alta frecuencia
en que el efecto térmico se contraiga ventajosamente a laz superficie
¥y grueso del revestimiento, sin calentar indevidamente la lémina sus-
tentadora, gue en razén de su acostumbrada naturaleza conductora del
calor tendria tendencia a propagar el calentamiento m£s alld de lo
neccesario. De consiguiente, y conforme se muestra en la realizacifén
me jorada, le lédmina rectificadora consiste en la usual l&mina de sus-
tento y electrodo 1, de metal ferroso o aluminio, sobre cuya superfi-i
cie se aplica la capa de selenio no amorfo o cristalino 2 como de cos-
tumbre, mediante la aplicacién a ella de selenio en polvo, que e¢s compri
mido y calentado a fin de unirlec a la superficie de la lémina. A con-
tinuacidén aplicase a la superficie de selenib un oontraelectrodo de
aleacién de Wood unotro material adscuado 3 y eléctricamente se de-
sarrolla o forma la capa de barrera a fin de obtener ¢l producto ter-
minado. L&s lAminas 1 son, generalmente, de forma circular y llevan
una abertura central 5 para el perno sujetador del paquete, incluso
lag arandelas de contacto, interpuestas entre las léminas, que de
ordinario se emplean para establecer la conexién eléctrica.' _
En ciertos tipoe mejorados de léminas rectificadoras se desea gue el
érea marginal que circunda la abertura central y que se amolda en
esencia al &rea de las arandelas de contacto carazca de caracteris-
ticas rectificadoras a fin de eliminar variaciones inconvenientes

de presién
dellefectorﬁe las arahdelas sobre la estructura rectificadora y el
efecto de grietaé en la capa de gelenio que afecten inconveniente-
mente la accién rectificadora. Método conveniente y deseable de
lograr esta drea mejorada e inactiva consiste en aplicar sl principie

un revestimiento de selenic en esencia completo inmediatamente alre-

dedor de la abertura y calentarlo hasta gue se funds y quede en esta-

do amorfo y, por tanto, no conducior e inaotive cocmo parte componente

de la superficie rectificadora. Proporcidnase asi 4rea de contacto
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me jorada, ya que el material de contraelect@dgcgrsgmaterial

inactive, eliminéndose asf el inconveniente efecto de la presién.

fn el caldentamiento précticado conforme a la presente in—
vencién, un‘elemento inductor de alta frecuencia 6 va soportado en
relacién de escaso espacibmiento y de acoplamiento magnético a la
superficie de selenio que se va a calentar, lo que transforma el
selenio a2 su estado amorfo. Dicha superficle se musstra como la
seccién central y anular T del revestimiento de selenio, en la par-
te inmediatamente circundante a la abertura 5. El elemento inductor
térmico puede tener, segin se muestra, la forma de hélice plana de
vueltas miltiples, y ser de tubo de cobre, a través del cual, con—
forme a la préctica acostumbrada, se haga circular un liquide re~
frigerante, Ios bornes del elemento inductor van conectados, segin
g8 indica, a los hilos de salida de adecuado generador de oscila-
ciones de alta frecuencia, convencionalmente présentado. El anille
desviador o reguladof del campo del flujo térmice tiene forma de
collar o de elemento a manera de arandela 3, es de material buen
conductor de la electricidad, como es el cobre, y va colocado sobre
el revestimiento de selenio y circundailo a cierta distancia el 4rea

7, que se va a calentar. ILa superficle periférica interior del

wnillo &, es paralela al limite exterior desesado de la superficie

a calentarse y se espacia hacia afuera a corta distancia de 61,
conforme se indica. HEste anillo protector, en razén de su relaciédn
de acoplamiento magnético con el serpentin inductor, tendri corrien—
te inducida en relacién de desfasaje con la del serpentin y desarro-
1lar4 fuerza contramagnetomoiriz, segin indican las flechss, en
oposicién a la precedente del serpentin, de suerte de desviar el
campo de calentamiento y, por su relacién oﬁﬁesta, establecerd una
franje marginal casi sin flujo en la zona inmediatamente dentro del

enillo protector en contigtiidad inmediatas de la superficie o borde
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interior del anillo de cobre y definiri el 1fmite e

campo térmico.

El ancho del enillo regulador del flujo o de su proyeccién
horizontal hacia afuera es tal, que hace que se extiends hacis arri-
ta la zona exterior del flujo del campo térmico, con lo que impide
que la zona exterior del seleqio sea calentada por el campo térmi-
co del inductor més alld del limite establecido por la linea divi-
soria o zona casli carente de flujo de gue ya hemos hablado.

Después de calentar esta zona central hasta hacer amorfo el selenio
en ella comprendido, aplicase la aleacién de contraelectrodo acos~

tumbrads sobre todo el revestimiento de selenio, con lo que la por-
cién central sobre el selenio amorfo actéa como conductor eléctrico

para establecer contacto con las arandelas usuales 10 del paquete.

Bste invento corresponde a una solicitud de Patente, for-
mulada en los Estados Unidos del Norte de América el 22 de Marzo.
de 1944, seflalada con el N.? 527.615 y se acoge, por lo tanto, a

los beneficios que otorgan los convenios internacionales vigentes.

Los puntos de invencién propia y nueva que se presentan
para que sean objeto de esta Patente de Veinte =afios, son los si-
guientes:

1.2 =~ E] método de construilr l4minas de rectificador provistas
de freas de contacto inactives que consista en aplicar un revesti-—
miento de selenio 2 un frea grande de la superficie de la lémina,
calentar una reducida 4rea de contacto de ellas hasta grado sufi-
ciente para que su revestimiento se torne amorfo mediante la yuxta-
posicién de un inductor de alta frecuencia en relacién de acopla-

miento & ella, mientras dicha reducida &rea quede encerrada por un

A
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elemento protector, de material que sea buen conductor eléctrice,
acoplado magnéticamente al inductor y en pdsicién de oponerse a

que el campe celdeador se extienda a las 4reas adyacentes.

2,2 - WV&todo perfeccicnado para la fabricacién de discos rectifica-

Tal y como se ha descrito en la Memoria que antecede, re-
presentado en los dibujos que se acompafian y a los fines especifi-

cados.

Zsta Memoria conste de siete hojas escritas por una sola

Cara.

Madrid, 23 de ﬁ?yo de 1945

MRV/PGG.
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